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論 文  内  容  要  旨 
 
第 1 章 はじめに 
 第 1 章では、研究背景である強相関酸化物の基礎物性および強相関酸化物の示す金属・
絶縁体転移（MIT）を用いたモット電界効果トランジスタ（FET）の歴史が俯瞰され、本
（別紙様式５）                                       
博士論文研究での二酸化バナジウム（VO 2）のナノ構造研究の学術的位置づけと重要性が
概説されている。強相関酸化物の中でも VO 2は、室温付近で電気抵抗率の急激な変化を伴
った MIT を示すことから、モット FET のチャネル層物質として注目されている。特に、
イオン液体を用いた FET による MIT 制御の報告を端緒とし、実用化の期待が高まった。
しかしながら、その動作中のチャネル層の振る舞いについては未解明であり、そのことが






















第 3 章 VO 2エピタキシャル極薄膜の作製 
 第 3 章では、VO 2の高品質単結晶薄膜の合成について述べている。合成した薄膜につい







第 4 章 表面電子注入された VO 2薄膜における新たな電子相の出現 
 第 4 章では、静電キャリア注入時の VO 2のチャネル層領域（表（界）面数ナノメートル）
における電子相変化に関する知見を得るために、VO 2薄膜表面へのアルカリ金属原子蒸着
による電子注入を試み、FET 構造と同様のキャリア誘起 MIT を実現した内容について述
べられている。さらに、放射光分光を駆使することで、キャリア誘起 MIT に伴う電子構造
変化を光電子分光測定で、結晶構造変化（V-V 二量化）を X 線吸収分光の線二色性測定で、
同一試料表面において一括観測している。その結果、単斜晶系絶縁体相 VO 2薄膜表面への






第 5 章 VO 2極薄膜における電子・結晶構造の膜厚依存性 
第 5 章では、次元性制御による VO 2のチャネル層の電子相変化に関する知見を得るため
に、原子レベルで膜厚を制御した VO 2極薄膜における電子・結晶構造の膜厚依存性をその
場放射光分光により評価している。膜厚依存の光電子分光測定により、VO 2極薄膜は 1.0–
1.5 nm の臨界膜厚で膜厚（次元性）に依存した MIT を示すことを見いだした。さらに、






































を示し，その 2 次元極限においては V-V 二量化を伴わない新たな「ルチル型モット絶縁体相」
が発現することを明らかにした。さらに，電気伝導測定等で決定した電子相図と比較するこ
とで，２次元極限に現れる二量化を伴わない VO2の絶縁化は，低次元化によってモット不安
定性がパイエルス不安定性に打ち勝つことで生じていると結論づけた。 
 以上のように，本論文は，VO2のチャネル層における振る舞いを明らかにしたものである。
本論文の内容は，志賀大亮氏が自立して研究活動を行うに必要な高度の研究能力と学識を有
することを示している。したがって，志賀大亮氏提出の博士論文は，博士（理学）の学位論
文として合格と認める。 
